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論文審査の結果の要旨  
 

 

本研究は、Ar+H 2 +C 7 H 8  プラズマCVDを用いて100°Cの基板上に 40nm/min以上の堆積速度で膜密度1.92  

g/cm3 以上のダイヤモンド様a-C:H膜を作製することに成功したもので、極端紫外光源露光を用いたレジス

トパターンの脆弱性の課題解決に資する成果であり，電気電子工学上価値ある業績である。よって本論文

は博士（学術）の学位に値するものと認める。  

 

 

 

 

 

 

        


